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かを明らかにした。実験的には プラズマ蒸着法でアモルファス水素化シリコン (a-Si : H) 薄膜を
作製し， ドーピングによって価電子制御を行なうとともに，各種の物性研究を通じて光電変換素子へ
の応用に適した電子物性を有する a-Si: H を得るための作製条件を決定した。
a-Si: H における価電子制御と優れた光電特性を利用して， ITO/p -i-n ヘテロフェイス光電池を
試作した。いくつかの基礎実験データと素子物理的考察に基づいて， この型の光電池の構成パラメ
ータを最適化して，変換効率4.5% を得た。さらに，この p-i -n構造を発展させ，高出力電圧を得ら
れる多層構造光電池を提案し，その最適設計理論を確立した。それによって，出力電圧 2V を越え変










ついで，これの実験的検証を得るために， SiH. ガスをプラズマ分解することによって， アモルフ
ァスシリコン水素合金薄膜を製作し，反応、系に適量のB2H6 ， PH・ 3 などを混入することによって，価電
子制御ができることを示した。さらにこの技術を用いて，薄膜太陽電池や多層膜光電池を試作し，こ
れらの最適設計条件を明らかにした。このように本研究はアモルファス物質の電子物性と，その実用
化技術の分野に貢献するところ大きく，博士論文として価値あるものと認める。
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